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sheet(s) of formal drawing(s) 
sheet(s) of informal drawing(s) 



an Assignment of the invention, with required cover sheet, to 
Wacker Siltronic Gesellschaft fur Halbleitermaterialien AG 



Priority is claimed under 35 USC 119 for the following application(s): ~~ 

German No. 197 09 217.9 of 6 March 1997 

\ X ] a certified copy of the aforesaid application is enclosed. 
[ J a certified copy of the aforesaid application will be submitted indue course. 
[ J Associate Power of Attorney enclosed. 
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The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required at 
any time during the prosecution of this application without specific authorization, except for the 
Base Issue Fee, or credit any overpayment to Deposit Account No. 03-2468. A duplicate copy 
of this sheet is enclosed. 

A check in the amount of $ 830.00 is enclosed. This check covers: 
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[ X ] the filing fee and the Assignment recordal fee. 
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Bescheinigung 



Die Wacker Siltronic Gesellschaft fur Halbleitermateria- 
lien AG in Burghausen/Deutschland hat eine Patentanmel- 
dung unter der Bezeichnung 

"Verfahren zur Behandlung einer polierten 
Halbleiterscheibe gleich nach AbschluB einer 
Politur der Halbleiterscheibe" 

am 6. Marz 1997 beim Deutschen Patentamt eingereicht. 

Das angeheftete Stuck ist eine richtige und genaue Wieder- 
gabe der ursprunglichen Unterlage dieser Patentanmeldung . 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorlaufig die Sym- 
bole H 01 L und B 18 D der Internationalen Paten tklassif ika- 
tion erhalten. 



Munchen, den 12. November 1997 
Der President des Deutschen Patentamts 

Im Auftrag 




Aktenzeichen: 197 09 217.9 



Hoi.: 
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Verfahren zur Bebandlung einer polierten Halbleiterscheibe 
gleich nach AbschluS einer Politur der Halbleiterscheibe 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung einer po- 
5 lierten Halbleiterscheibe gleich nach AbschluB einer Politur 
der Halbleiterscheibe. Die Politur der Halbleiterscheibe 
stellt den letzten, die Formgebung der Halbleiterscheibe maB- 
geblich beeinf lussenden Schritt bei der Herstellung der Halb- 
leiterscheibe dar, Ziel der Politur ist es, auf wenigstens ei- 

10 ner der beiden Seiten der Halbleiterscheibe eine moglichst 
ebene, glatte und defektfreie Oberflache zu schaffen. Eine 
solche Oberflache ist zwingend notwendig, um funktionierende 
elektronische Strukturen in hoher Dichte auf der Halbleiter- 
scheibe unterbringen zu konnen. Bestimmte Defekte auf der 

15 Oberflache der Halbleiterscheibe, die spater zum Ausfall eines 
elektronischen Bauelements fuhren konnen, konnen an einem cha- 
rakteristischen Lichtstreuverhalten erkannt und als sogenannte 
LPD's ("light point defects") beziiglich GroBe und Anzahl ange- 
geben werden. 

0 

Zur Politur einer Halbleiterscheibe werden iiblicherweise Ein- 
seiten- und Doppelseiten-Polierverf ahren eingesetzt. Bei der 
Einseitenpolitur ("single side polishing", SSP) wird nach Mon- 
tage der Riickseite der Halbleiterscheibe auf einen geeigneten 

5 Trager nur die Vorderseite mit einem auf einen Polierteller 
gespannten Poliertuch poliert. Bei der Montage wird zwischen 
der Riickseite und dem Trager eine form- und kraf tschlussige 
Verbindung, beispielsweise durch Adhasion, Kleben, Kitten oder 
Vakuumanwendung, hergestellt. Einseiten-Polierverf ahren und 

0 -Vorrichtungen sind fur die Einzelscheiben-Behandlung ("single 
wafer polishing") oder fur die Behandlung von Gruppen von 
Scheiben ("batch polishing") ublich. Bei der Doppelseitenpoli- 
tur ("double side polishing", DSP) werden Vorderseite und 
Riickseite gleichzeitig poliert, indem mehrere Halbleiterschei- 

5 ben zwischen zwei mit Poliertuchern bespannten, oberen und un- 
teren Poliertellern gefiihrt werden. Dabei liegen die Halblei- 
terscheiben in diinnen Fuhrungskaf igen ("wafer carrier"), die 
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als Lauferscheiben bezeichnet werden und in ahnlicher Form 
auch beim Lappen von Halbleiterscheiben verwendet werden. 

Die polierte Oberflache einer Halbleiterscheibe hat hydrophobe 
5 Eigenschaften. Sie ist sehr empfindlich gegenuber einem unkon- 
trollierten, chemischen Angriff durch ein Atzmittel und sie 
begiinstigt die Ablagerung von Partikeln. Beides kann zu einem 
relativ raschen Anstieg der Anzahl von LPD's fuhren. Ein sol- 
cher Anstieg kann vermieden werden, indem fur eine moglichst 

10 partikelfreie Umgebung gesorgt wird und ein unkontrollierter , 
chemischer Angriff durch Poliermittelreste unterbunden wird, 
indem die Halbleiterscheibe gleich nach der Politur in em 

| Spul- Oder Reinigungsbad uberfiihrt wird. 

15 Umgekehrt ist ein zeitlicher Anstieg der Anzahl von LPD's 
selbst dann noch zu beobachten, wenn die Halbleiterscheibe 
gleich nach der Politur in deionisiertem Wasser gelagert und 
erst anschlieBend einer ublichen Reinigungsprozedur unterwor- 
fen wird. Bei einer Massenproduktion von Halbleiterscheiben 
20 sind jedoch Wartezeiten zwischen der Politur und der Reinigung 
einer polierten Halbleiterscheibe unter technischen und wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten oft wunschenswert . Wurde jede 
Halbleiterscheibe sofort nach der Politur gereinigt werden 
miissen, ware eine Einzelscheiben-Behandlung notwendig, die 
25 insbesondere nach einem .-batch-polishing" nur mit groBem tech- 
^ nischen Aufwand realisiert werden kann und entsprechend teuer 
ist. 

Die vorliegende Erfindung lost die Aufgabe, einer starken Zu- 
30 nahme der Anzahl von LPD's entgegenzuwirken , wenn eine polier- 
te Halbleiterscheibe nicht gleich nach der Politur gereinigt, 
sondern zuvor gelagert wird. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Behandlung ei- 
35 ner polierten Halbleiterscheibe gleich nach AbschluB einer Po- 
litur der Halbleiterscheibe, das dadurch gekennzeichnet ist, 
daB die Halbleiterscheibe mit einem wasserigen 
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Behandlungsmittel in Kontakt gebracht wird und ihre polierte 
Oberflache durch Einwirkung des Behandlungsmittel s oxidiert 
wird. 

5 Danach ist die polierte Oberflache der Halbleiterscheibe mit 
einem diinnen Oxidf ilm iiberzogen und hat hydrophile' Eigenschaf- 
ten. Die Halbleiterscheibe wird dadurch unempf indlicher gegen- 
uber Poliennittelresten und Partikeln. Sie kann im AnschluB an 
die oxidierende Behandlung gelagert und erst spater in xibli- 
10 cher Weise gereinigt werden, ohne daB wahrend der Lagerungs- 
zeit ein starker Anstieg der Anzahl von LPD's zu befiirchten 
ist. 

i 

Als Behandlungsmittel wird eine wasserige, oxidierende und al- 
15 kalisch reagierende Losung vorgeschlagen. Durch die Einwirkung 
einer solchen Losung entsteht ein dunner, passivierender Oxid- 
film auf der polierten Oberflache der Halbleiterscheibe. Es 
ist bevorzugt, daB das wasserige Behandlungsmittel Wasser- 
stof f-Peroxid (H 2 0 2 ) als Oxidationsmittel und eine alkalisch 
20 reagierende Komponente enthalt. Diese Komponente wird vorzugs- 
weise aus einer Gruppe ausgewahlt, die die Verbindungen Tetra- 
methylammoniumhydroxid , Ammoniumhydroxid , Kal iumhydroxid , Na- 
triuinhydroxid, Kaliumcarbonat und Mischungen dieser Verbindun- 
gen umfaBt. Besonders bevorzugt ist es, ein Behandlungsmittel 
25 zu verwenden, das das Oxidationsmittel in einer Konzentration 
^ von 0,02 bis 3,0 Vol.-% und die alkalisch reagierende Kompo- 
nente in einer Konzentration von 0,01 bis 2,0 Gew.-% enthalt 
und eine Temperatur von 18 bis 65 °C aufweist. 

3 0 Es wurde daruber hinaus f estgestellt , daB auch eine gewisse 
Passivierung der polierten Oberflache der Halbleiterscheibe 
eintritt, wenn die Halbleiterscheibe mit einem tensidhaltigen 
Reinigungsmittel oder Medium behandelt wird. 

3 5 Die Halbleiterscheibe kann mit dem Behandlungsmittel auf ver- 
schiedene Weise in Kontakt gebracht werden. Dies kann gesche- 
hen, solange die Halbleiterscheibe noch auf dem Polierteller 
liegt. Andererseits kann die Halbleiterscheibe zuvor auch vom 
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Polierteller genommen und auf eine andere Unterlage Oder in 
eine Halterung umgesetzt werden. Die oxidierende Behandlung 
findet dementsprechend vorzugsweise in der Poliermaschine oder 
in einer daran angeschlossenen Entladestation statt. Sie kann 
5 ausgefiihrt werden, indem die polierte Oberflache der Halblei- 
terscheibe mit einem Tuch, das mit dem Behandlungsmittel be- 
feuchtet ist, in Kontakt gebracht wird, oder indem die polier- 
te Oberflache mit dem Behandlungsmittel besprxiht wird. Die 
Halbleiterscheibe kann auch in ein Bad des Behandlungsmittels 
10 getaucht werden. Eine Behandlung mit einem angef euchteten Tuch 
erfolgt vorzugsweise in gleicher Weise wie eine Politur, wobei 
an die Stelle des Poliertuches das mit dem Behandlungsmittel 
; # befeuchtete Tuch tritt und auf ein Poliermittel verzichtet 
wird. 

15 

Es ist zweckmaBig, das Behandlungsmittel nach der oxidierenden 
Behandlung von der Halbleiterscheibe zu spulen, vorzugsweise 
mit deionisiertem Wasser. Die Halbleiterscheibe ist gegen ei- 
nen unerwunschen Angriff von Poliermittel ausreichend ge- 
20 schutzt und kann bis zur iiblichen Reinigung gelagert werden, 

vorzugsweise ebenfalls in deionisiertem Wasser. Die Lagerungs- 
zeit betragt vorzugsweise 15 bis 18 0 min, besonders bevorzugt 
15 bis 3 0 min. AnschlieBend wird die Halbleiterscheibe gerei- 
nigt. Es ist bevorzugt, die Reinigung mit einer Behandlung der 
_25 Halbleiterscheibe mit verdunnter FluBsaure zu beginnen, wo- 
durch der Oxidfilm entfernt wird. Die weitere Reinigung der 
Halbleiterscheibe kann dann beispielsweise die bekannte RCA— 
Reinigung oder eine Variante von dieser umfassen. 

3 0 Die Erfindung wurde an Siliciumscheiben getestet. Dazu wurden 
Testscheiben gleich nach einer Standardpolitur erf indungsgemaB 
behandelt und anschlieBend in deionisiertem Wasser gelagert. 
Danach wurden die Scheiben einer abschlieBenden Reinigung un- 
terzogen, getrocknet und mit einem handelsublichen Analysenge- 

35 rat auf LPD's untersucht. Weitere Siliciumscheiben wurden als 
Vergleichsscheiben in gleicher Weise poliert, in deionisiertem 
Wasser gelagert und gereinigt. Eine erf indungsgemaBe 
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Behandlung gleich nach der Politur fand bei diesen Scheiben 
nicht statt. 

In der nachf olgenden Tabelle sind die Ergebnisse der LPD-Be- 
stimmung aufgelistet. Angegeben ist die relative Anzahl gefun 
dener LPD's > 0,12 |am. BezugsgroBe ist die bei den' Vergleichs 
scheiben vom Typ I gefundene und auf 100 % nonnierte Anzahl 
von LPD 1 s . 



10 



Tabelle: 



15 



20 



Scheibenart 




Dauer der Laaeruncr 


LPD 1 s r % 1 


Testscheiben I 




keine Lagerung 


136 


Vergleichsscheiben 


I 


keine Lagerung 


100 


Testscheiben II 




3 Stunden 


96 


Vergleichsscheiben 


II 


3 Stunden 


400 


Testscheiben III 




5 Stunden 


727 


Vergleichsscheiben 


III 


5 Stunden 


1.878 
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Patentanspriiche : 

1. Verfahren zur Behandlung einer polierten Halbleiterscheibe 
gleich nach AbschluB einer Politur der Halbleiterscheibe, da- 
5 durch gekennzeichnet , daB die Halbleiterscheibe mit einem was- 
serigen Behandlungsmittel in Kontakt gebracht wird und ihre 
polierte Oberflache durch Einwirkung des Behandlungsmittel s 
oxidiert wird. 

10 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB die 
Halbleiterscheibe mit einem Behandlungsmittel in Kontakt ge- 
bracht wird, das ein Oxidationsmittel und eine alkalisch rea- 
gierende Komponente enthalt. 

15 3 . Verfahren nach Anspruche 1 Oder Anspruch 2 , dadurch ge- 
kennzeichnet , daB das Behandlungsmittel mit der Halbleiter- 
scheibe auf eine Weise in Kontakt gebracht wird, die das Be- 
spriihen der Halbleiterscheibe mit dem Behandlungsmittel, das 
Eintauchen der Halbleiterscheibe in das Behandlungsmittel und 

2 0 das Aufbringen des Behandlungsmittel s auf die polierte Ober- 

flache der Halbleiterscheibe mittels eines mit dem Behand- 
lungsmittel angefeuchteten Tuches umfaBt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, daB die Halbleiterscheibe mit dem Behandlungsmittel 

in einer Poliermaschine oder in der Entladestation einer Po- 
liermaschine in Kontakt gebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 

3 0 zeichnet, daB die Halbleiterscheibe nach Einwirkung des Be- 

handlungsmittel s in deionisiertem Wasser gelagert wird. 
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Zusammenf assung : 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Behandlung ei- 
ner polierten Halbleiterscheibe gleich nach AbschluB einer Po 
litur der Halbleiterscheibe, Die Halbleiterscheibe wird mit 
einem wasserigen Behandlungsmittel in Kontakt gebracht und ih 
re polierte Oberflache wird durch Einwirkung des Behandlungs- 
mittels oxidiert. 
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